ТЕРМОДИНАМИКА ПАРООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ Ga2O3—ZnO 
Грибченкова Н.А., Стеблевский А.В., Алиханян А.С.
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Россия, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинский пр-т, 31. gribchenkova@igic.ras.ru
Образцы исследуемой системы составов 10, 50, 66.67, 75 % мол. GaO1.5 были получены методом твердофазного синтеза из оксидов при температуре 1050°C в течение 40 часов. По данным РФА в результате образовались индивидуальная фаза ZnGa2O4 со структурой шпинели и гетерогенные смеси ZnGa2O4 с оксидами цинка и галлия.
Парообразование полученных образцов было изучено эффузионным методом Кнудсена в сочетании с масс-спектральным анализом газовой фазы на приборе МС-1301 в интервале температур 1360—1470 K с использованием кварцевых эффузионных камер. Пар над системой состоит практически только из атомов Zn и молекул O2. Конденсированная фаза в течение эксперимента обогащается оксидом галлия. По данным элементного анализа, проведенного на приборе ЭМАЛ-2, нелетучий остаток в экспериментах по полной сублимации образцов системы представлял собой Ga2O3. Из экспериментальных данных определены парциальные давления компонентов газовой фазы над системой (табл.).
Таблица. Парциальные и общее давления компонентов газовой фазы p над системой GaO1.5—ZnO при 1410 К.
	Конденсированная фаза
	p(а)/Па

	
	Zn
	O2
	Ga2O (б)
	Общее

	ZnO
	6.24
	2.19
	-
	8.43

	ZnO+ZnGa2O4 (I)
	6.24
	2.19
	4.16×10-7
	8.43

	ZnGa2O4+GaO1.5 (II)
	7.65×10-1
	2.68×10-1
	3.39×10-6
	1.03

	GaO1.5
	-
	6.44×10-4 (б)
	1.42×10-3
	2.06×10-3


(а) давления приведены с точностью, необходимой для корректного расчета констант равновесия
(б) величины рассчитаны экстраполяцией данных [1] к температуре 1410 К

Газовая фаза над гетерогенной областью ZnGa2O4+GaO1.5 (II) содержит 0.001% Ga (от общего количества металлов в паре), а его концентрация в паре над областью ZnO+ZnGa2O4 (I) составляет 1×10-5 %.
Построена p—x-проекция фазовой диаграммы квазибинарной системы GaO1.5—ZnO (рис.). По третьему закону термодинамики рассчитана величина стандартной энтальпии образования смешанного оксида цинка и галлия ΔfH°(ZnGa2O4, кр., 298/K) = –1457±6 кДж/моль.
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Рис. p—x-проекция фазовой диаграммы квазибинарной системы GaO1.5—ZnO при 1410 К.
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